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(pieczgé wydziatu) KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, Kod przedmiotu:

MIERNICTWA I ELEKTRONIKI

Karta przedmiotu wazna od roku akademickiego: 2014/2015

Forma ksztalcenia: studia niestacjonarne

Poziom ksztalcenia: studia I stopnia

Kierunek studiow: INFORMATYKA

Profil studiéw: Praktyczny

Specjalno$é: BRAK

Semestr: 11

Jednostka prowadzaca przedmiot: Instytut Elektroniki

Prowadzacy przedmiot: dr inz. Piotr Kowalik

Przynalezno$¢ do grupy przedmiotow: Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Status przedmiotu: obowiazkowy

Jezyk prowadzenia zajeé: polski

Przedmioty wprowadzajace oraz wymagania wstepne: fizyka, algebra, analiza matematyczna

Cel przedmiotu:
W zakresie elektrotechniki celem przedmiotu jest:

e przedstawienie podstaw teoretycznych nauki o liniowych i nieliniowych obwodach pradu stalego,

e  zapoznanie z podstawowymi pojgciami obwodow pradu zmiennego oraz metodami analizy tychze obwodow,

e analiza stanéw przejsciowych przy pobudzeniu dowolnym aperiodycznym.

W zakresie miernictwa celem przedmiotu jest:

e  zapoznanie studentow z podstawowymi pojgciami metrologii i miernictwa elektrycznego takimi jak wielko$é

mierzona, zasada pomiaru, metody pomiaru, bledy pomiarowe, niepewnos$¢ pomiaru,

przedstawienie sposobow pomiaru takich wielkosci jak napigcie state i zmienne, prad staty i zmienny,
rezystancja, czgstotliwo$é i czas oraz budowy i wlasnosci podstawowych elektronicznych przyrzadow

pomiarowych.
W zakresie elektroniki celem przedmiotu jest:

e  zapoznanie z podstawowymi wlasciwosciami materiatdow polprzewodnikowych,

e zapoznanie z budowa, zasada dziatania i parametrami kilku podstawowych struktur péiprzewodnikowych,
takich jak: dioda potprzewodnikowa, tranzystor bipolarny, tranzystor polowy ze ztaczem p-n i tranzystor

polowy z izolowang bramka.

Efekty ksztalcenia:'
. . Metoda sprawdzenia Forma . Ocriniesieni.e do
Nr Opis efektu ksztatcenia . prowadzenia | efektow dla kierunku
efektu ksztatcenia . -,
zajeé studiow
WI. | Ma wiedzg na temat podstawowych praw obwodow | Sprawdzian pisemny z Wyktad KI1P_W09
elektrycznych. umiejetnosci Cwiczenia
rozwigzywania zadan | rachunkowe
Egzamin testowy
W2. | Ma wiedzg dotyczaca metod analizy obwodow Sprawdzian pisemny z Wyktad K1P_W09
liniowych i nieliniowych pradu stalego 1 zmiennego. | umiejgtnosci Cwiczenia
rozwiazywania zadan | rachunkowe
Egzamin testowy

' nalezy wskazaé ok. 5 — 8 efektow ksztalcenia
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W3. | Ma elementarng wiedzg w zakresie podstaw budowy | Sprawdzian pisemny z | Wyktad K1P_W03
ciata stalego, klasyfikacji materialow z umiejetnosci Cwiczenia
wykorzystaniem modelu pasmowego, ze rozwiazywania zadan | rachunkowe
szczegblnym zwrdceniem uwagi na materiaty Egzamin testowy
polprzewodnikowe. Ma uporzadkowana wiedzg
umozliwiajaca opis podstawowych zjawisk
zachodzacych w materiatach potprzewodnikowych.

W4. | Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie Sprawdzian pisemny z | Wyktad K1P_W09
wiedz¢ w zakresie dziatania podstawowych umiejetnosci Cwiczenia
elementow elektronicznych, takich jak: diody rozwiazywania zadan | rachunkowe
potprzewodnikowe, tranzystory bipolarne, Egzamin testowy
tranzystory polowe ze zlaczem p-n oraz tranzystory
polowe z izolowana bramka.

W5 | Zna podstawowe pojecia dotyczace miernictwa, Sprawdzian pisemny z | Wyktad K1_WI15
metody pomiarowe, btedy pomiarowe i sposoby ich | umiejetnosci Cwiczenia K1_W13
minimalizacji. rozwigzywania zadan | rachunkowe

Egzamin testowy

W6 | Zna sposoby pomiaru napigcia, pradu, rezystancji, Sprawdzian pisemny z Wyktad K1 W15

oraz czgstotliwoscei i czasu. umiejetnoscei Cwiczenia K1_WI3
rozwiazywania zadan | rachunkowe
Egzamin testowy

Ul. | Potrafi wykorzysta¢ poznane zaleznosci Sprawdziany pisemne | Cwiczenia KI1P_U04
matematyczne do oceny wptywu réznorodnych Z umiejetnosci rachunkowe KI1P_U05
czynnikow (temperatura, koncentracje domieszek, wykorzystania KI1pP_U08
warto$ci pol elektrycznych) na wybrane wtasciwosci | okreslonych KIP_U09
materiatow polprzewodnikowych (krzemu, germanu | zaleznosci
i arsenku galu) i analizy dziatania elementow matematycznych
elektronicznych

U2. | Potrafi dokona¢ analizy obwodéw liniowych i Sprawdziany pisemne | Cwiczenia K1P_UO5
nieliniowych pradu statego. z umiejetnosci rachunkowe KIpP_U08

wykorzystania KIP_U09
okreslonych

zaleznos$ci

matematycznych

U3 | Potrafi oszacowac niepewnos$¢ konkretnego Sprawdziany pisemne | Cwiczenia K1 _Ull

pomiaru. z umiejetnosci rachunkowe K1 UI0
wykorzystania
okreslonych
zaleznosci
matematycznych

Formy zaje¢ dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
Wyktad Cwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
25 20 - -

Tresci ksztalcenia: (oddzielnie dla kazdej z form zajeé¢ dydaktycznych W./Cw./L./P/Sem.)

Wyklad:

Pojecia i definicje podstawowe w elektrotechnice.

Definicje podstawowych wielkosci fizycznych. Ogoélna klasyfikacja elementéw obwodu i ich opis. Prawo Ohma

i prawa Kirchhoffa. Moc i energia.

Analiza prostych obwodow. Prawo Kirchhoffa Metoda potencjatow wezlowych. Metoda pradéow oczkowych.

Zasada superpozycji. Twierdzenia Thevenina i Nortona.

Metody analizy obwodoéw nieliniowych. Metoda graficzna, metoda linearyzacji odcinkowe;j.

Stany nicustalone w obwodach pierwszego rzedu. Metoda operatorowa Laplace’a. Rozwiazywanie obwodow

metoda uproszczona.

Obwody pradu zmiennego. Metoda symboliczna. Wykresy wektorowe.

Podstawowe pojecia metrologii (wielko$¢ mierzona i wptywajaca, zasada pomiaru, metody pomiarowe).
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Btedy pomiarowe i niepewnos¢ pomiaru.

Przyrzady do pomiaru napigcia i pradu statego i zmiennego.

Pomiar rezystancji.

Pomiar czestotliwosci.

Potprzewodniki - podstawowe zjawiska.

Transport nosnikéw w poétprzewodniku.

Polprzewodnikowe elementy bezztaczowe.

Budowa, struktura, wlasnosci i zjawiska zachodzace w niespolaryzowanym ztaczu p-n.
Przeptyw pradu przez zlacze p—n. Polaryzacja zlacza p-n. Dioda potprzewodnikowa.
Praca impulsowa ztacza p — n. Modele i schematy zastgpcze ztacza p —n.

Tranzystor bipolarny- zasada dziatania. Tranzystor bipolarny jako wzmacniacz. Tranzystor jako czwornik.
Tranzystor jako element przetaczajacy.

Tranzystory polowe. Tranzystor polowy ztaczowy JFET . Tranzystor polowe z izolowana bramka IGFET.
Tranzystor MIS, MOS.

Wzmacniacze operacyjne.

Cwiczenia:
Proste obwody liniowe pradu stalego. Zastosowanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa.
Roznica migdzy idealnymi i rzeczywistymi zrodtami pradu i napigcia.
Ztozone obwody liniowe. Metoda potencjatow weztowych. Twierdzenie Thevenina i Nortona. Metoda
superpozycji. Zasada wyodrgbniania.
Obwody z elementami nieliniowymi. Metoda graficzna; metoda linearyzacji odcinkowe;.
Obliczanie obwodéw pradu zmiennego metodg symboliczna.

Ustalanie typu przewodnictwa potprzewodnika. Obliczanie koncentracji no$nikow mniejszosciowych i
wigkszosciowych. Wyznaczanie potozenia poziomu Fermiego w polprzewodnikach. Obliczanie konduktywnos¢
materiatow potprzewodnikowych. Obliczanie rezystancji rezystorow polprzewodnikowych. Wyznaczanie
warto$ci pradow unoszenia i dyfuzji. Obliczanie warto$ci pola wbudowanego.

Analiza zjawisk zachodzacych w ztaczu p-n. Obliczanie wartosci napigcia dyfuzyjnego. Wyznaczanie szerokosci
zlacza p-n. Rownanie Shockleya. Obliczanie rezystancji (konduktancji) r6zniczkowej diody, wyznaczanie
parametréw struktury diodowej z charakterystyki pradowo-napigciowej (parametr rekombinacyjny ,,m”
rezystancja szeregowa i rezystancja uptywu. Analiza struktury diodowej poprzez wykorzystanie modeli diody
(idealnego, praktycznego, ztozonego).

Wyznaczanie rezystnacji (konduktancji) rézniczkowej diody, wyznaczanie parametrow struktury diodowe;j z
charakterystyki pradowo-napigciowej (parametr rekombinacyjny ,,m” rezystancja szeregowa i rezystancja
uplywu. Analiza struktury diodowej poprzez wykorzystanie modeli diody (idealnego, praktycznego, ztozonego).

Obliczanie pradow i napi¢é w tranzystorze bipolarnym. Wyznaczanie parametréw aDC BDC. Praca tranzystora
w prostych uktadach polaryzacyjnych. Dobor punktu pracy tranzystora bipolarnego (prosta obciazenia), praca
tranzystora w obszarze aktywnym normalnym i w obszarze nasycenia i zatkania (odcigcia) 5. Analiza pracy
tranzystoréw polowych. Wyznaczanie wielkosci charakterystycznych dla tranzystorow JFET — napigcia odcigcia
oraz pradu drenu. Tranzystory MOSFET w prostych uktadach polaryzacyjnych, obliczanie pradu drenu w
tranzystorach D-MOSFET i E-MOSFET.

Wyznaczanie niepewnosci konkretnego pomiaru na podstawie specyfikacji przyrzadu pomiarowego.

Egzamin: Tak
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Literatura podstawowa:
1. Marciniak W.: “Przyrzady potprzewodnikowe i uktady scalone” WNT, Warszawa 1979

2. Waczynski K., Wrobel E.: ,,Elektroniczne Przyrzady Polprzewodnikowe —zasady dziatania diod i tranzystorow-
rozwigzywanie zadan zadania”. Skrypt nr 2396, Wyd. Pol. SlI., Gliwice, 2007.

3. Waczynski K.: ,,Przyrzady polprzewodnikowe — podstawy dziatania diod i tranzystorow” skrypt 2022, Wydawnictwo
Politechniki Slaskiej, Gliwice 1997

4. Macura A., Teoria Obwodéw - Obwody pradu statego, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Skrypt nr 1789, Gliwice
1994.

5. Chojcan J., przy wspotpracy L. Karwana i in., Zbior Zadan z Teorii Obwodéw I, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej,
Skrypt nr 2091, Gliwice 1998.

6. Macura A., Teoria Obwodow - Obwody pradu zmiennego czesé I, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Skrypt nr
2007, Gliwice 1997.

7. Chojcan J., Drygajto A., i in. Zbior zadan z Teorii Obwodow II, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Skrypt nr 1702,
Gliwice 1992.

8. A.Chwaleba, M.Pononski, A.Siedlecki, ,,Metrologia Elektryczna”, WNT, Warszawa 2003
. A. Marcyniuk ,,Podstawy miernictwa elektrycznego dla kierunku elektronika”, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej,
Gliwice 2002.

10. J. Parchanski, ,,Miernictwo elektryczne i elektroniczne”, WSiP 1997

\O

Literatura uzupelniajaca:
1. Kleszczewski Z.: ,,Podstawy fizyczne elektroniki ciala statego” Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 1997

2. Ciazynski W. E.: ,,Elektronika Analogowa w Zadaniach — analiza statopradowa i wielkosygnatowa uktadow
potprzewodnikowych” Tom1, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 2009

3. Ciazynski W. E.: , Elektronika Analogowa w Zadaniach — analiza wplywu zmian temperatury na pracg uktadow
potprzewodnikowych” Tom2, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 2009

4. Ciazynski W. E.: ,Elektronika Analogowa w Zadaniach — Analiza matosygnatowa uktadow poétprzewodnikowych”
Tom2, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 2010

5. Hennel J.: ,,Podstawy elektroniki pétprzewodnikowej” WNT, Warszawa 1995
6. Floyd T.L.: “Electronics Devices” Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458, 1999

7. Cichowska Z., Pasko M., Litwinowicz E., Przyktady i zadania z elektrotechniki teoretycznej. Czgs¢ I: Dzialy
podstawowe, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice 2004.

8. Cichowska Z., Pasko M., Przyklady i zadania z elektrotechniki teoretycznej. Cz¢$¢ II: Prady sinusoidalnie zmienne,
Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice 2004.

9. Osowski S., Siwek K., Smiatek M., Teoria Obwodow, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2006.

10. Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodow, WNT, Warszawa 1993.
11. T.Skubis ,,Opracowanie wynikéw pomiaréw” Wydawnictwo Politechniki Slaskiej Gliwice 2003
12. J. Piotrowski, ,,Podstawy miernictwa”, WNT, Warszawa 2002.

Naklad pracy studenta potrzebny do osiagniecia efektow ksztalcenia

Lp. | Forma zajet . Liczba godzin
ontaktowych / pracy studenta

1. | Wyktad 25/ 10

2. | Cwiczenia 20/ 20

3. | Laboratorium

4. | Projekt -

5. | Seminarium | -

6. |Inne 5/20

Suma godzin: | 50/50

24. Suma wszystkich godzin: 100
25. Liczba punktéw ECTS: 8

26. Liczba punktéw ECTS uzyskanych na zajeciach z bezpo§rednim udzialem
nauczyciela akademickiego:
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27. Liczba punktéw ECTS uzyskanych na zajeciach o charakterze 3
praktycznym (laboratoria, projekty, ¢wiczenia):
28. Uwagi:
Zatwierdzono:
(data i podpis prowadzqcego) (data i podpis Dyrektora/Kierownika podstawowej

Iub miedzywydziatowej jednostki organizacyjnej)




